
3 4 8 8 8 0
P -  37.040

F I 9-66-045

Memoria descriptiva

para soÜcitar PATENTE DE INVENCION por 20 años

a nombre de INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

entidad / norteamericana

con domicíüo en Annonk, N .Y ., Estados Unióos de América

pon"UN DISPOSITIVO INTERRUPTOR DE CORRIENTE"

(Clase In ternacional HOlh G06f)

7 .2.60 1 POOR
QUALiTY



5

10

15

20

25

30

de la  invenc ion

t

1) Campo de la  invención

La presente invención se r e f ie r e  a c ircu ito s

numéricos de semiconductores, ta le s  como in terru p tores ,o  ! 

conmutadores de co rr ien te  (en lo  sucesivo, conmutadores),¡ 

u t iliz a d o s  para desempeñar funciones lóg icas  en calculado­

ras numéricas y  en otros d isp os it ivo s  en los  que se u t i l ip  

cen señales numéricas o de impulsos, y más especialmente. } 

a lo s  c ircu ito s  de tran s is to res  que tienen como carga de j 

c o le c to r  una impedancia no l in e a l  formada por una agrupa­

ción  o combinación de elementos nueva en su género, para 

reducir la tendencia de lo s  tran s is to res  a en trar en sa­

turación.

2) Descripción de la  técn ica ya conocida

Las p os ib ilid ades  generales de funcionamiento 

de la s  calculadoras numéricas y de otros sistemas en los  

que se emplean c ircu ito s  de conmutación dependen en gran 

parte de la  ve loc idad  de conmutación de lo s  c ircu ito s  in­

d iv idua les, a causa d e l eneorme número de operaciones de 

conmutación que deben ejecu tarse en un período dedo cual­

quiera o para cualqu ier cá lcu lo  o tratam iento de datos en 

p a rticu la r . Por consigu iente, la  técn ica de l ramo se ha. 

dedicado a l  d esa rro llo  de c ircu ito s  de la más a lta  v e lo c i­

dad posib le  de conmutación, dentro de las  lim itac iones de 

coste.

La ve loc idad  de un c ir c u ito  de conmutación se 

reduce grandemente en cuanto se permita a l  tra n s is to r  de 

conmutación en trar profundamente en la  región  de saturació 

durante su estado de conducción. La saturación da lugar 

a l  almacenamiento de un exceso de portadores m inorita rios
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en la base del tran s is to r , y éste no puede lle va rse  a l  

"co rte " (haciendo oue deje ae conducir) hasta que estos  ̂

portadores m in orita rios  en exceso se hagan desaparecer c!e! 

la  base, por reconbinación y d ifusión  en e l  c o le c to r . S I ¡ 

tiempo (retardo ) necesario para qu itar de la  base los  por: 

taboras m inorita rios  en exceso almacenados se denomina 

"tiempo de almacenaje", y constituye una parte importante'} 

de l tiempo necesario para hacer rasar e l  tra n s is to r  del ¡
:

estado de conducción a l  de corte . Por consiguiente, gran j

i oarte de los  esfuerzos rea lizados en cuanto a proyecto d e !
'  ̂ , ! 
i c ircu ito s  de interrupción o conmutación se lia dedicado a !
i
; idear d isposiciones de c ircu ito s  oue impidan que lo s  tran- 

i s is to res  ¿e conmutación entren en la  región de saturación,

I o por lo  menos que lo  hagan demasiado profundamente, 

i Una de las  maneras de enfocar e l  problema ha

¡venido consistiendo en usar un diodo lim itador pare, lim i-  

¡ ta r  la amplitud de la osc ila c ión  de po ten c ia l del co lec - 

I t o r  e impedir a s í oue la  unión de co le c to r  y base se nola- 

r ic e  en d irecto , como se exoone en la  patente de EE.UU.

Re. 25.342 de J.C. logue, cedida a l  cesionario  de la  pre- 

i sente invención. Aunque resu lta ú t i l  en muchas a p lio a c io -

¡nes, esta d isposición  patentada tien e  varias  e imnortantes
¡
¡desventajas en comparación con e l  nresente invento. Con 

re ferencia  a la  i 'ig .  1 de la patente de Logue, se verá 

. que es necesaria una fuente ad ic ion a l o de alim entación '

de energía. Esto no sólo amienta e l  coste de l c ircu ito , [ 

¡sino cue plantea otros problemas ad ic iona les  de nroyecto, ! 

por las  to lerancias de tensión y de componente ondulante 

inherentes a la alimentación.

30 En la técnica ya conocida se ha tratado ya de
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obviar esta alim entación ad ic ion a l, recurriéndose s conec- 

¡ ta r  e l  diodo lim itador a un c irc u ito  d iv is o r  de tensión j 

; oue proporcione e l  v o lta je  lim itador, Ahora bien, esta dis 

I posic ión  es desventajosa por e l  hecho de oue s i  los* v e lo - !

' res de res is ten c ia  d e l d iv is o r  son suficientem ente b a jos ,i 

! la s  res is ten c ia s  disiparán una excesiva cantidad de ener-j 

! g ía , en tanto cue s i  hacen lo  bastante a lto s  para e v ita r  ¡ 

i e l  problema de la d is ipación , la  impedancia de sa lida d e l:

¡ c ir c u ito , en e l  nudo a l  cual está conectado e l  diodo, es ;

demasiado a lta  para mantener la  tensión de lim ita c ión  de-i 

' seada a l  extraerse corr ien te  por e l  c ir c u ito  d iv is o r , j 

j Otra importante desventaja de la  d isposic ión  ¡

i

lim itadora por diodo, de dicha patente an te r io r , reside 

en la condición de p o la rizac ión  inversa de la  unión de l 

diodo cuando e l  diodo no conduce. Debido a la  d ife ren c ia

¡ de cargas que ex is te  de un lado a otro de la  anchura de ¡

'agotam iento de la  unión d e l diodo, esta última se áseme- ¡
: !
¡ ja a un condensador de placas para le las , y se caracteriza  '

¡por la  denominada capacidad de barrera. Esta última capa- 
! " ---"---------------------------
!
jc idad debe descargarse antes de oue la unión de l diodo

h - . .. ^
¡lim itadora , lo  cual impone un retardo ad ic ion a l a l  fuñeio-.
} } 
'namiento de l lim itador. Este fa c to r  debe tenerse en cu en -}

t
jta  en e l  proyecto de l c ircu ito  conmutador, con e l  resulta-.

25 ;d.o de que la  ve loc idad  de l c ir c u ito  se reduce a l  pasar del!
¡ i
¡estado de corte a l  de conducción. Es más, e l  diodo lim ita-;
¡ !
¡dor reduce la  ve loc idad  de paso d e l c ircu ito  conmutador i
- , ¡ 
¡del estado de conducción a i  de co rte , ya oue e l  problema i
! i
-

;de lo s  portadores m in orita rios  en exceso almacenados se ¡
! i

30 ¡traslada ahora a l  diodo, que ex ige un tiempo de retardo 
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antes de poder adau irir  una po la rizac ión  inversa que ner-¡ 

mita a l  c o le c to r  áe l tra n s is to r  áe conmutación experimen-, 

ta r  su osc ila c ión  áe po ten c ia l hacia e l  estaáo de co rte , j

Aun se ha intentado otra solución, en la  té c - j
¡

$ nica ya conocida, y es la de poner un tra n s is to r  conecta-i 

do en emisor común en lugar d e l diodo 7 indicado en dicha 

patente de logue. Ahora hien, las  desventajas arriba c ita j 

das en cuanto a coste, componente ondulatoria res idua l y i

to lerancia  de tensión, inherentes a l  uso de una fuente dej
¡

10 alim entación ad ic iona l, son igualmente ap licab les  a este ¡

¡ recurso.

E l c ircu ito  de la  técnica ya conocida aue con

! més éx ito  ataca a l  nrobleina de la saturación de los  tran-
!
! s is to res  es e l  in te rm o to r  de corrien te  revelado ñor p r i-
i

15 ¡mera ve? en la patente de ES.UU. número 2.964.652 de H.S.

I Yourke y cedida a l  mismo cesionario  de la presente inven- 

I ción. Este c ircu ito  ha adquirido renombre como apreciable-- 

¡ mente suoerior a otros c ircu ito s  conmutadores o Interrup- 

[ tores, respecto a ve loc idad  y es tab ilid ad . (1 ,2 ) La com-

20 ¡ paración experimental ha puesto de m anifiesto que la in -

¡ terrupción o conmutación de co rrien te  es aproximadamente 

' d iez veces más rápida aue la de sus r iv a le s  más ve loces,

: lo s  c ircu ito s  con lóg ica  de ¿idodos y con lóg ica  de tran­

s is to res  y res is ten c ias  m odificados. (3 ) En e l  conmutadorj 

25 ! de corrien te  se suministra una corr ien te  constante de a li- j

mentación que se conmuta o hace pasar a uno o más tran s is ­

tores de entrada o a mi tra n s is to r  con base a masa, según 

lo s  n ive les  de po ten c ia l de las  señales de entrada a las 

bases de los  tran s is to res  de entrada en re lac ión  con e l  

30 ; potencia l de re feren c ia  en la base puesta a masa. Como la
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intensidad de corrien te  que c ircu la  por la s  res is ten c ias  : 

de carga de c o le c to r  es constante y p re fija d a , lo s  pera- ¡

¡ metros de l c ircu ito  pueden seleccionarse de manera que se¡

¡ lim ite  la osc ila c ión  Je po ten c ia l de los  co lec to res  y"de j 

' ese modo se mantengan lo s  tran s is to res  fuera de satura- ^

í ción. '
¡ * ¡

¡ Sin emebrgo, este conmutador de corrien te  tie_j

} ne dos importantes lim itac iones s i  se auieren lo g ra r  un í 

funcionamiento sin  saturación y la  consiguiente rapidez 

de conmutación. En primer lugar, la s  to leran c ias  en lo s  

va lo res  de res is ten c ia , la s  tensiones de alim entación y 

la s  c a ra c te r ís t ic a s  de lo s  tran s is to res  lian de mantenerse 

con bastante exactitud  s i  se auiere oue lo s  puntos de tra 

bajo de lo s  tran s is to res  se aproximen a la región  de satu 

ración , para obtener grandes osc ilac ion es  de señal. Aun 

cuando estas estechas to le ran c ias  puedan lograrse econó­

micamente cuando se u t i l i z a  la  tecnología  denominada de 

h íb ridos, en la  que la s  res is ten c ia s  de p e lícu la  gruesa 

se r ig ra fiad a  pueden l le g a r  a tener va lo res  extremadamente 

prec isos, e l  mantenimiento de tan estrechas to leran c ias  

se hace más costoso en la  tecno log ía  de lo s  c ircu ito s  

"m on o líticos", en la  que la s  res iten c ia s  se forman por d i 

fu sión  de impurezas en la  oblea de semiconductor y, por 

lo  tanto, es mucho más d i f í c i l  mantener con p rec is ión  los  

va lo res  de res is ten c ia .

La segunda lim ita c ión  importante d e l conmuta­

dor de corrien te  de la técn ica ya conocida viene teniendo 

re la c ión  con e l  "cuntesdo" de co le c to res : es d ec ir, la  

} conexión común de lo s  respectivos co lec to res  de una plura­

lid ad  de in terruptores o conmutadores de co rr ien te . Por
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ejemplo, s i  e l  c o le c to r  en fase de un determinado conmuta-
í

dor de corrien te  está directamente conectado a l  c o le c to r  ; 

en fase de otro conmutador de co rr ien te , y ambos están
t

conectados a una fuente de suministro de po ten c ia l por me¡- 

5 dio de una res is ten c ia  común de carga de c o le c to r  (co lee - ' 

tores punteados), es f á c i l  v e r  que cuando ambos transistoL

res están conduciendo ñor la  res is ten c ia  única de carga ;
)

. de c o le c to r  c ircu la rá  una intensidad de corrien te  de dos { 

unidades t a l  aue la o sc ila c ión  de po ten c ia l de los  coleo-!
t

10 , tores tendrá amplitud doble aue en e l  caso en aue sólo haL
' " i
; ya un tra n s is to r  conduciendo. A f in  de e v ita r  la saturación

' pues, era necesario f i j a r  una reg la  de conexionado denomi-

! nada de "ortogonalidad", por la  cual se perm itiera  es ta r

I en conducción a uno solo de lo s  tran s is to res  a s í "puntea-

15 j dos" o conectados, en un momento dado cualquiera, üsta

i reg la  echaba por t ie r ra  la p r in c ip a l ventaja inherente a l
!
i "punteado" de lo s  co lec to res , a saber, la  de desempeñar 

una función lóg ica  permitiendo p resc in d ir  de una etapa 

i lóg ica  activa  para e l la ,  y e lim inar a s í e l  retardo pro- 

20 } ducido por la etapa suprimida.

! Re sumen

i Es un ob jeto  p r in c ip a l de la  presente inven-

¡ ción un c ircu ito  conmutador o in terruptor de co rr ien te , 

i de tipo  económico, particularmente adecuado a la tecnolo- 

25 g ía  m onolítica de poco coste y que ev ita  la necesidad de

: mantener estrechas to leran c ias , pero en e l  cual, sin embar- 

: go, se impide que lo s  tran s is to res  entren profundamente 

en la  región  de saturación, mediante una nueva combinación 

de elementos de c ircu ito  de carga de co le c to r , de impedan-
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, c ia  no l in e a l.

¡ Otro Importante ob jeto  de la presente inven-

- c ión  res id e  en f a c i l i t a r  e l  punteado ló g ico  o agrupación
: ,  . . . . .

. en común de lo s  co lec to res , manteniéndose a l  propio tiem-

5 i po lo s  tran s is to res  fuera de saturación por medio de dich^. 

' combinación de elementos de c ir c u ito  decarga de c o le c to r  <

{ de impe dañe ia no l in e a l,  y eliminándose a s í toda la etapaj
! !
i a c tiva  de c ir c u ito  ló g ic o  en unión de lo s  retardos de conr 
! !
'  ̂ ¡ 
i mutación inherentes a e l la ,  de modo que se aumenta la  ve-¡

1 0 } loe  idad de conversión, conmutación o interrupción del. c i r  

cu ito  ló g ico  considerado en conjunto.

Otro ob jeto  res ide en un ob jeto de c ircu ito  

de carga de c o le c to r  que previene la  saturación (an tisa ­

tu rac ión ), con e l  que se ev itan  la s  desventajas arriba  e 

15 numeradas de lo s  métodos de an tisaturación  de la  técn ica 

ya conocida, ta le s  como los  c ircu ito s  lim itadores por dio 

dos y por tran s is to res , desventajas que incluyen la s  de 

coste, to le ran c ias  de tensión y de componente ondulatoria 

res idu a l de una alim entación de energía ad ic ion a l, re ta r- 

20 dos debidos a la p o la rizac ión  inversa y a la fu erte  pola 

r iza c ión  d irec ta  de la  unión del diodo o d e l tra n s is to r  

lim itador, y la s  ca ra c te r ís t ic a s  de elevada d isipación  

e impedanoia de lo s  d iv iso res  de tensión ya conocidos que 

daban la  tensión lim itadora .

25 Otra venta ja  de la presente invención reside

en q.ue e l  c ir c u ito  puede ser sometido a una mayor va r ia ­

ción  de temperaturas de trabajo  sin  co rrer e l  r iesgo  de 

que los  tran s is to res  entren profundamente en la  región  de 

saturación.

30 Otra de la s  ven ta jas de l presente invento es i

7 . 2.68 -  8 -



5

10

15

: en que permite mayores to lerancias  en la  osc ilac ión  de

. potencia l de sentido ascendente de las  señales de entra- ¡
i

; da que se transmitan por medio de lo s  c ircu ito s  en casca­

da precedentes, sin correr e l  r iesgo  de una excesiva.satu

; ración. ¡

j Ha de tenerse por entendido que e l  presente ¡
i

- c ircu ito  puede emplearse sea para p reven ir que los  puntos!

! de trabajo de l tra n s is to r  entren en la región de saturó- !

; ción aun en lig e ro  grado, sea para simplemente lim ita-'' la

! entrada en la  región de saturación en un grado p re fija d o
!
! que no dé lugar a un tiempo de retardo por almacenaje au-
! ' ' -I p e r io r  a l  p resc r ito  en determinados p liegos  de condicio­

nes o espec ificac iones.

Otros ob jetos y ven ta jas de l presente invento, 

o son inherentes a la estructura expuesta o se irán des­

prendiendo, para las  personas versadas en la  memoria, de 

todo lo  aquí expuesto.

20

25

Breve descripción del  dibujo adjunto

-  la  figu ra  1  ilu s tra  un c ircu ito  de conmuta­

ción de corrien te  concebido pensando en e l  coste, en e l  

cual se u t i l i z a  la combinación de elementos de c ircu ito  

de carga de co lec to r , de impedancia no l in e a l,  de la  pre­

sente invención, para n erm itir  amnlias to lerancias  sin 

r iesgo  de excesiva saturación, y

i -  la  figu ra  2 es un c ircu ito  concebido pensan-

i do en su funcionamiento, aue comprende dos conmutadores
i
¡de corrien te  con "punteado" o conexión en común de los  

;respectivos co lec to res  para desempeñar la  función disyun­

t i v a  exclusiva inversa eliminándose toda una etapa de c ir -  

:d .2.68 -  9 -



cu ito  ló g ico , para a s í m ejorar la  vc lo c iáaá  de conDiutacioh 

de l c ircu ito  en to ta l.
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- Descripción de la  forma de ejecución  preterida  * .

La figu ra  1 ilu stra  una forma de rea liza c ió n  ! 

d e l invento particularmente adecuada para su incorporación 

. a la  tecnolog ía  de los  c ircu ito s  Btonolíticos de "bajo, cos-í 

i te , on la oue las  to leran c ias  son relativam ente holgadas 

j para dar lugar a un elevado rendimiento de producción de 

¡ c ircu ito s  u t i l iz c b le s  en cada oblea de semiconductor.* E l 

c ir c u ito  es d e l t ip o  conocido como"conmutador de corrien ­

te en emisor común". Los co lec to res  de la  etapa de in te ­

rrupción de co rrien te  están p rov is tos  de la  combinación 

de elementos do c ircu ito  de carga de co le c to r , de impedan- 

c ia  no l in e a l,  de la  presente invención, de modo que se 

impide a lo s  tran s is to res  en trar profundamente en satura- 

} ción, a pesar de la  holgura de las  to le ran c ias  admitidas 

para lo s  va lo res  de re s is ten c ia , para las tensiones de 

alim entación y para las  ca ra c te r ís t ic a s  de lo s  tran s is to ­

res.

Mas concretamente, los  tran s is to res  Ql a Q3

j tienen sus respectivos  emisores le  a 3e_ conectados en un

¡ nudo coniún 1 , conectado a su vez a l,extrem o superior 2

¡ de una res is ten c ia  R l cuyo extremo in fe r io r  está conecta-

j do a un term inal de alim entación V I. A l  extremo superior 
!!
: 2 de la res is ten c ia  R l va también conectado e l  emisor 4<3 

de un tra n s is to r  Q4 que trabaja en e l  modo de base a masa

y  tien e  su base 4b conectada a una fuente de p o ten c ia l de 

re feren c ia  V2. La res is ten c ia  R l es lo  bastante grande 

para dar con e l  term inal de alim entación V I una fuente 

n 2.68 -  m  -



10

15

20

25

30

(de "absorción", lia blando en términos del sentido conven­

c ion a l de la  co rr ien te ) de intensidad de corrien te  constan
- 1

te , que se conmuta sea a l  tra n s is to r  Q4, sea a uno ó* más ¡ 

de los  tran s is to res  Q1 a Q3, según lo s  n ive les  de pptencia'l 

ex is ten tes  en las  respectivas entradas 11  a 13 de las  ba- i 

ses Ib  a 3b, en re lac ión  con e l  n iv e l  de l potencia l de re-¡ 

fe ren c ia  suministrado por la fuente V2 a la base 4b-del [ 

tra n s is to r  Q4. - ¡

Los respectivos co lec to res  lc_ a 3c de los  tranj 

s is to res  Q1  a Q3 están conectados en un nudo común 3, a ¡ 

su ves directamente acoplado a la base 7b de un tran s is to r 

Q7 que opera en e l  modo seguidor de emisor. La sa lida fue­

ra de fase se toma en e l  term inal de sa lida 01 conectado 

a l  emisor 7 e_ de l tra n s is to r  Q7 . E l emisor 7e está también 

conectado a una res is ten c ia  R6 de carga de emisor que se 

extiende a p a r t ir  d e l term inal de alimentación V I. E l co­

le c to r  4c_ del tra n s is to r  Q4 está de igu a l modo directamen­

te acoplado a la base ob de un segundo tran s is to r  QÓ d is­

puesto en c ircu ito  seguidor emisor, cuyo emisor 8e se hall$ 

conectado por medio de la res is ten c ia  R7 de carga de emiso 

?1 term inal de alñnentación V I. La sa lida  en fase se toma 

en e l  term inal de salida 02 conectado a l  emisor 8e.

Hasta anuí, e l  c ircu ito  es e l  conmutador de 

corriente en emisor común ya conocido, y para poder funcio< 

nar só lo  necesita  unas res is ten c ias  de carga de co lec to r  

pn la  etapa interruptora de co rr ien te . S i la  señal en uno
t ,
6 mas de los  term inales de entrada 11  a 13 esta a su n iv e l 

de p o te c ia l superior, se activa  e l  tra n s is to r  o lo s  transís 

*;ores correspondientes, por lo s  caules flu ye  la corrien te  

constante, y luego por la res is ten c ia  Rl, hasta e l  terminal 

ó .2.68 -  11  -
i



5

10

15

20

25

30

de alim entación V I. Los nudos 1 y 2 están entonces a su ! 

n iv e l  de p o ten c ia l superior, de modo que la  tensión ex is ­

tente en la  unión "base-emisor d e l tra n s is to r  Q4 es in s u fií  

c íen te  para poner en conducción este ú ltim o. Suponiendo 

la  ex is ten c ia  de una impedañeia de carga que se extienda ; 

hasta e l  nudo 3 de lo s  co lec to res  lc_ a 3<1 de lo s  tra n s ís -  '

' to res  Q1 a Q3, la  caída de tensión resu ltan te en bornes j

de esta ñape dañe ia hará oue e l  nudo 3 esté a su n iv e l  de ¡
' " . i
p o ten c ia l in fe r io r ,  en tanto que la  ausencia de paso! dé ! 

í co rrien te  por e l  tra n s is to r  en corte  Q4 hará oue e l  coleñ- 

to r  4<1 de este ultim o este a su n iv e l  de p o ten c ia l supe­

r io r .  Los n iv e le s  de señal en lo s  co lec to res  de lo s  tran­

s is to res  Ql, Q4 se transmiten respectivamente a lo s  term i­

nales de sa lida en fase y fuera de fa se  01, 02 por medio 

de lo s  correspondientes tran s is to res  Q7, Q<3 conectados en 

seguidor de emisor.

Como se verá, s i  lo s  co lec to res  le  a 3c_ de 

lo s  tran s is to res  Ql a Q3 y e l  c o le c to r  4c_ de l tra n s is to r  

Q4 estuvieran p rov is tos  de impedancias de carga en forma 

¡de res is ten c ia s  lin ea le s , como suele hacerse en la  técnica 

¡ya conocida, cualouiera o una combinación de va r ia s  des- 

¡v iac iones paramétricas podría hacer cue uno o más de lo s

¡tran s is to res  Ql a Q4 in c lu s ive  entraran profundamente en

¡saturación. Tales desviaciones paramétricas incluyen la s
!
¡de la s  magnitudes de la  res is ten c ia  R1 o de la s  re s is ten - 

¡c ias de carga de c o le c to r  (no representadas) supuestas l i ­

neales, las  de lo s  n iv e le s  de tensión de la s  alimentaciO' 

nes V I y V2, la  d e l fa c to r  beta de am p lificac ión  de corrieú  

te de lo s  tran s is to res , y la s  de la s  amplitudes de la s  se­

ña les  de entrada. Es más, e l  punto de traba jo  de uno o más!

¡6. 2.68 -  12 -
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de lo s  tran s is to res  puede entrar profundamente en la  región 

de saturación a causa o consecuencia de variaciones en las 

temperaturas de trabajo de las uniones cíe los  tra n s is te -  ; 

res, debidas a variaciones en la  temperatura ambiente..

Para obviar este r iesgo  de saturación, en la presente- in-¡ 

vención los  co lectores  de los  tran s is to res  de in térrúp- ¡ 

ción  o conmutación de corrien te  Ql a Q4 in clusive esfán ¡ 

p rov is tos  de combinaciones de elementos de c ircu ito  de 

! carga de c o le c to r  de impedancia no lin e a l,  ctue funcionan 

i impidiendo que e l  punto de trabajo de lo s  tran s is to res  

] entre profundamente en la región  de saturación, no obs- 

tante la s  amplias variaciones de estos parámetros.

La combinación de elementos de c ircu ito  de 

carga de co lec to r , de impedancia no lin e a l,  comprende un 

tra n s is to r  Q5 y  unas res is ten c ia s  R2, R3. Los co lectores  

le  a 3c in c lu s ive  están conectados en e l  nudo 3 a l  ex tre­

mo in fe r io r  de la  res is ten c ia  R3, cuyo extremo superior 

está conectado en e l  nudo 4 a l  extremo in fe r io r  de la re­

s istencia  R2. Esta última se extiende hasta un term inal 

de alim entación indicado como de masa en esta forma de 

rea liza c ión . E l tra n s is to r  Q5 tiene un co le c to r  5c_ conec­

tado a masa, y su emisor 5e conectado a l  nudo 3. La base 

5b d e l tra n s is to r  Q5 está conectada a l  nudo 4 de conexión 

de la s  res is ten c ias  R2, R3.

E l funcionamiento del c ircu ito  de carga de 

c o le c to r  de impedancia no l in e a l d.e la presente invención 

es como sigue. Cuando e l  potencia l de todos lo s  termina­

le s  de entrada 11  a 13 está a su n iv e l  in fe r io r ,  lo s  tran 

i s is to res  Ql a Q3 inc lu s ive  están en corte (no conducen), 

y la  co rrien te  constante que a fluye a la fuente R l, V I 

Ü.2. 6d -  13 -
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c ircu la  por entero a través d e l tra n s is to r  Q4. Este ú ü ti- ¡ 

mo está en ac tiv idad  porque e l  po ten c ia l del nudo 1  es in­

f e r io r  a l  de re feren c ia  V2 en una magnitud mayor que-la ¡ 

tensión de umbral de entrada en conducción de la  unión ! 

¡base-emisor de Q4. Por la s  res is ten c ia s  R2 , R3 pasa úna ¡

pequeña intensidad de corrien te  que va a la base 7 b d e l ¡
i

tra n s is to r  Q7 . la  in s ign ifica n te  caída de tensión re^snltan-

te en bornes de la  res is ten c ia  R3 es t a l  que mantiene a l  i
¡

corte e l  tra n s is to r  Q5. Por consigu iente, e l  potencial, d e l 

nudo 3, y por lo  tanto, de lo s  co lec to res  lc^ a 3c está 

a su n iv e l  superior, que es esencialmente e l  d e l potencia!, 

de masa.

Ahora bien, s i  e l  n iv e l  de señal "sube" en

una o más de la s  entradas 11  a 13, hasta a c t iv a r  lo s  co-

15 rrespondientes tran s is to res  del grupo Q1 a Q3, e l  paso de

corrien te  constante a la  fuenta V I, R1 se hace a través

de lo s  tran s is to res  que sehayan activado. E l p o ten c ia l de!

nudo 2 sube de modo correspondiente, t a l  que la  tensión

en la  unión base emisor de l tra n s is to r  Q4 queda por bajo

20 de la  de umbral de entrada en conducción de este ú ltim o,

por lo  cual e l  tra n s is to r  Q4 deja de conducir.

A l empezar a c ircu la r  co rrien te  ñor e l  grupo

í de tran s is to res  Ql a Q3, aquella  flu ye  in iciaIm ente por

¡la s  res is ten c ia s  R2, R3, uroduciendo en sus bornes una 
í

25¡caída de tensión, par lo  cual cae e l  n o ten c ia l en e l  nudo
¡
3̂* No obstante, e l  p o ten c ia l d e l nudo 3 se ve impedido

de caer esencialmente por bajo d e l n iv e l  d e l p o ten c ia l

superior de la s  bases Ib  a. 3b hasta e l  punto depo la riza r

'en sentido d irec to  y saturar uno o más de lo s  tran s is to res  
 ̂ } 

30 ¡Q1 a Q3, en v is ta  d e l modo de funcionamiento que se descri^-

3. 2.68 -  14 -



Le a continuación.

A l segu ir cayendo e l  potencia l en e l  nuáo 3, ^

lle g a  un momento en que la caída de la  tensión en la  re-¡

s is ten c ia  R3 po larizará  en sentido d irecto  la unión base ¡
* * * !
* * i i

emisor de l tran s is to r  Q5 , lo  bastante para hacer que'estej 

último -entre en la región  ac tiva . Cuando esto ocurre-, e l  ¡ 

tra n s is to r  Q5 se pone a conducir, de modo que su emisor 

presenta una impedancia extremadamente baja a lo s  nolecr- 

tores  lc^a 3<o. Esto es, a través d e l tran s is to r  Q5' de*puer- 

de lia ce r  c ircu la r  un gran incremento de corrien te hasta 

los  co lec to res  lc  ̂ a 3<2 s in  que se produzca más que una 

lig e ra  caída en e l  po ten c ia l de estos últim os. E l emisor 

5e de l tra n s is to r  Q5 mantiene a s í lo s  potencia les de los  

co lec to res  lc_ a 3o de lo s  tran s is to res  Q1 a Q3, impidien­

do de caigan por bajo de un n iv e l esencialmente defin ido 

y p re fija d o  en e l  proyecto, de modo t a l  nue se mantengan 

lo s  tran s is to res  Q1  a Q3 enteramente fuera de la región 

de saturación o, en e l  peor de lo s  casos, que se deje en­

tra r  a lo s  tran s is to res  Ql a Q3 en la región de saturacióh 

só lo  en tan l ig e r o  grado que e l  retardo de almacenaje re ­

sultante sea de una magnitud p resc r ita , que no rebaje in­

debidamente la ve loc idad  de conmutación o interrupción de 

lo s  tran s is to res .

De igu a l manera, e l  c o le c to r  4c del transisto: 

Q4 esta p rov is to  de una combinación de elementos de c ir c u i­

to de carga de co lec to r , de impedancia no l in e a l,  que le  

impedirá en trar en saturación profunda. Asta combinación 

comprende las  res is ten c ia s  R4 y R5 conectadas en serie  en 

un nudo 5 y que se extienden desde e l  c o le c to r  4c a l  te r ­

minal de la  iuente de po ten c ia l representada, en esta for-
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ma de rea liza c ión , como ó'e masa. Hay también un tra n s is to r  

Q6 que tiene su c o le c to r  6c conectado a masa y su emisor

* 6e conectado a l  c o le c to r  4c d e l tra n s is to r  Q4- La base !

6b d e l tra n s is to r  Qó está conectada a l  nudo 5 de unión de! 

la s  res is ten c ia s  R4, R5. E l c ir c u ito  que comprende la s  !

. res is ten c ia s  R4, R5 y e l  tra n s is to r  Q6 funciona impidien-!

do que e l  tra n s is to r  Q4 entre profundamente en la  reg ión  ;

; de saturación, de igu a l manera oue aquella  que arriba  haj

! sido descrita  respecto a l  c ir c u ito  de carga de c o le c to r  j 

; que comprende lo s  elementos R2, R3, Q5 en re la c ión  con j 

j lo s  tran s is to res  Ql a Q3.

En e l  c ir c u ito  de la Figura 1, es considera­

ción p r in c ip a l la  de l coste, y la  combinación de elementos 

ce c ircu ito  de co lec to r , de impedancia no l in e a l,  de la  

presente invención, permite e l  uso de c ircu ito s  m on o líti­

cos de bajo coste, con amplias to le ran c ia s  y  gran rendi­

miento de producción de c ircu ito s  u t i l iz a b le s  por cada 

oblea, sin  co rrer e l  r iesgo  de mal funcionamiento por sa-

20

25

30

turación excesiva .

En cambio, en la segunda forma de ejecución  

} p re fer ida , de la Figura 2, la  consideración arim aria es 

¡ la  de l funcionamiento a gran ve loc idad . Esto se obtiene

} por "punteado" o conexión en común de lo s  respectivos  co-
!
- le c to res  de dos in terruptores de co rr ien te  d ife ren tes , de 

i modo oue desempeííen una función ló g ica  con omisión de 

. toda una etapa ac tiva  de c ir c u ito  ló g ic o  y  eliminándose 

; a s í lo s  retardos de in terrupción  o conmutación que se 

} presentarían de haberse inclu ido la etapa om itida. E l c i r -  

, cu ito  de la Figura 2, pues, desempeña la  función disydn- 

! t iv a  exclusiva inversa con sólo dos in terruptores de co-
i 
!
! 6 .2 .6 3 -16  -
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más concretamente, y con referencia  en deta llé
i

a la Figura 2, e l  primer in terrup tor de corrien te comnrenj 

de un par de tran s is to res  Q9, Q10 cuyos emisores resp$c- i 
tivos9e, lOe están conectados a l  extremo superior de la  ! 

res is ten c ia  R9 ene tiene su extremo in fe r io r  conectado a : 

un term inal de alimentación de po ten c ia l Vß. Hay un te'rmi-} 

na l de entrada 14 conectado por medio de una res is ten c ia  ! 

e s ta b i l iz a d o r  Ro, a ls base 9b de l tran s is to r  Q9, "y ia ¡ 

base 10b d e l tran s is to r  Q10 está conectada por medio, de }
I

otra res is ten c ia  estab ilizudora  RIO a una fuente de. petenj 

c ia l  que, en esta forma de ejecución, se representa, como 

de masa. Ie s  res is ten c ia s  es tab ilizad o res  Ro y RIO, y 

las  que más adelante se c itan , s irven  para mantener una 

impe dañe ia de entrada p os it iva , v is ta  según se mira a las 

respectivas bases, y de ese modo previenen las o s c ila c io ­

nes espurias en altas frecuencias. -*-n corrien te constante
t

que a fluye a l  term inal de alim entación Vß a través de la 

res is ten c ia  R9 se conmuta o hace pasar por uno u otro de 

lo s  tran s is to res  Q9 o Q10, según la  señal presente en e l  

term inal ¿e entrada 14 está a un po ten c ia l superior o in­

f e r io r  a l  de la  masa.

E l c o le c to r  9c de l tra n s is to r  Q9 está conecta­

do, por medio de una res is ten c ia  estab ilizadora  R19, a la 

base 12b de un tra n s is to r  Q12 dispuesto en seguidor de em: 

sor, cuyo co le c to r  12c está conectado a un term inal de a- 

lin en tac ión  V4. E l emisor 12e del tra n s is to r  Q12 está co­

nectado por medio de una res is ten c ia  de emisor RIß a l  te r ­

minal de alimentación Vß. La señal de salida fuera de fase 

se toma en e l  term inal de salida Oß conectado a l  emisor

U. 2.68 -  17 -



12ê  á e l tra n s is to r  Q12. E l c o le c to r  10ĉ  d e l tra n s is to r  j

QIO está igualmente conectado ñor medio de una res is ten c ia
!

; es tab ilizadora  R20 a la  base 16b de un segundo tra n s is to r } 

Q16 dispuesto en emisor común, con su c o le c to r  16c nonec-j 

tado a l  term inal de alim entación V4. E l emisor I 6e_ de l ' 

tra n s is to r  Q16 esté "punteado" o conectado en común,'en 

e l  nudo 6, con e l  emisor 12e_, y con e l  term inal de salida

0 3 . ' !

lo

15

20

' E l segundo in terru p tor de co rrien te  comprende¡
i- lo s  tran s is to res  Q13, Q14, que tienen  sus respectivq-s-'emi-

; sores 13e, I 4e conectados a l  extremo superior de una-re- {

: s is ten c ia  R15. Esta última se extiende hasta e l  term inal ¡
! ¡
i de alim entación V3, dando una fuente de suministro de ¡

 ̂ co rrien te  constante. Hay un segundo term inal de entrada ¡

i 15 conectado por medio de una res is ten c ia  es tab ilizad ora  i
- i
i R14 a la  base 13b d e l tra n s is to r  Q13, y  la  base 14b d e l j

tra n s is to r  Q14 está conectada ñor medio de una res is ten c ia
¡

' es tab ilizadora  R16 a una fuente de suministro de u otencia l!
*. de re fe ren c ia , representada en la figu ra  como de masa. La;

' corrien te  constante oue c ircu la  por la  res is ten c ia  R15 y  i 

e l  term inal de alim entación V3 se conmuta o hace pasar a ¡ 

uno u otro  de lo s  tran s is to res  Q13 o Q14, según e l  poten- 

c la l  de la  señal presente en e l  term inal de entrada 15 es­

té a un n iv e l  superior o in fe r io r  a l  del po ten c ia l de ma-

25 ^sa.

E l c o le c to r  13c de sa lida  fuera de fa se  de l 

tra n s is to r  Q13 está "punteado" o conectado en común en e l ; 

nudo con e l  c o le c to r  9<̂  d e l tra n s is to r  Q9, y e l  c o le c to r  ; 

14c en fase d e l tra n s is to r  Q14 está "punteado" en e l  nudo ! 

30 8 con e l  c o le c to r  10c del tra n s is to r  Q10. !
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Los co lectores  "punteados" o conectados en co­

mún 9c, lßc_ están p rov istos  de una impedancia común de * 

carga, no l in e a l,  que comprende un tran s is to r  Q ll y unas j 

res is ten c ia s  R l l ,  R12. B1 co le c to r  llc^ de l tra n s is to r  Q ll¡
, , , t

5 esta conectado a l  term inal V4 de alim entación de -potencial,

¡a l  cual va también conectado e l  extremo superior de dn-re-!

s is ten c ia  R l l .  E l extremo in fe r io r  de esta última está c o j
i

nectado a l  extremo superior de la res is ten c ia  R12 en una }

unión conectada a la base 11b del tra n s is to r  Q ll. E l.e x -  ¡

10 tremo in fe r io r  de la res is ten c ia  R12 y  e l  emisor lle^ del

tra n s is to r  Q ll están conectados en e l  nudo 7 a la  conexión}

jde "punteado" de lo s  co lec to res  9<̂ , 13c. j

De igu a l manera, lo s  co lec to res  "uñateados" '
! }
10c, 14c_ de lo s  correspondientes tran s is to res  Q10, Q14 es-i

15 tan p rov istos  de una imped.sncia de carga común, no l in e a l '

que comprende un tra n s is to r  Q15 y  unas res is ten c ias  R17, :

R16. E l extremo suoerior de la  res is ten c ia  R17 y e l  c o leo - ¡

to r  15c de l tra n s is to r  Q15 están conectados a l  term inal d e :
 ̂ , i
alim entación de po ten c ia l V4. E l extremo in fe r io r  de la re -
t

20 s is ten c ia  R17 va conectado a la  base 15b d e l tran s is to r

Q15 y también a l  extremo superior de la  res is ten c ia  R18.
¡ t
E l extremo in fe r io r  de esta última y  e l  emisor 15e de l tran!
i , "  , 1
á is to r  Q15 están conectados, en e l  nudo 8, a la conexión ¡

de "punteado" de lo s  co lec to res  10(3, 14ĉ . ¡

25 ' A lo s  f in e s  de la exp licación , supóngase que ¡
! ' ! 

Ip corrien te  constante prefijada, oue c ircu la  por e l  conmu- j

tador de co rrien te  Q9, Q10 y por la  res is ten c ia  R9 es esen-!
I ¡

ciialmente de la  misma magnitud oue la  oue c ircu la  cor e l
! " ! 

conmutador de corrien te  Qlß, Q14 y la  res istencia  R15, comoj

30 usualtaente sucederá en la  p ráctica . Esta magnitud o intensiv

! 9 . 2 . 6o -  19 -



¡ daá de corr ien te  que c ircu la  por cada conmutador o in te -  

, rruptor de corr ien te  se denominara aouí "unidad" de corrien  

- te , y puede ser d e l orden de va r io s  m iliam perios. .7- ¡

Supóngase además aue lo s  potencia les  de"señal!

$ . en ambos term inales de entrada 14, 15 están a l  nivel"supe-L

r io r ,  esto es, a un n iv e l  p o s it iv o  respecto a lo s  p*oteucia_ 

le s  de re feren c ia  de las  bases 10b, 14b, que están esen- , 

cialmente a l  n iv e l  de masa, en la  forma de r e a liz a c ió n .e x - ! 

puesta. En es te  caso, ambos tran s is to res  Q9, Q13 estarán ' 

10 ' activados, de modo que a través de e l lo s  circularán-*las i

respectivas unidades de co rr ien te , en tanto cue lo s  tran-^

* s is to res  Q10, Q14 estarán esencialmente en co rte . A s i, co- 

'mo se verá, por la  carga de co lec to r común es p rec iso  que !

' pasen dos unidades de co rr ien te . :

15 De ser l in e a l esta carga de co le c to r , como :

¡suele  se r lo  en la  técn ica ya conocida, la o sc ila c ión  de '

'p o ten c ia l resu ltan te en lo s  co lec to res  9c, 13c ser ía  exac­

tamente e l  doble de la o sc ila c ión  de po ten c ia l que se pro­

duciría s i  por la  carga de co le c to r  hubiera de c ir c u la r  ; 

20 tan sólo una unidad de co rr ien te , para, e l  caso en oue só- ' 

lo  esté activado uno de lo s  dos tran s is to res  Q9, Q13. De 

seleccionarse los  parámetros de l c ir c u ito  de modo que la  

osc ila c ión  de po ten c ia l para una sola unidad de co rr ien te  ! 

llevara, e l  punto de trabajo del tra n s is to r  junto a la  re - 

25 gión  de saturación, como suele hacerse en la p ráctico  a l

p royectar los  c ircu ito s , e l  paso de dos unidades de corrien  

te que luego se producirá a l  es ta r en a c t iv o  ambos transís  

tores Q9, Q13 sñmuLtáneamente, l le v a r ía  de seguro lo s  pun­

tos de trabajo  de estos tran s is to res  muy dentro de la re -  ;

30 gión  de saturación. '¡
9.2,68 -  20 -  !
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E l problema no se resuelve e lig ien do  la  magnii 

tud de una impedancia de carga l in e a l usual de modo que ! 

lo s  puntos de trabajo de lo s  tran s is to res  no entren en la¡ 

región  de saturación cuando por dicha impe dañe ia circulen-, 

simultáneamente dos unidades de co rr ien te . La osc ila c ión  ! 

de po ten c ia l resu ltante cuando por la impe dañe ia de carga! 

de c o le c to r  c ircu lase  só lo  una unidad de corrien te  no ten¡ 

dría entonces más oue la mitad de la  magnitud oue tendría: 

con dos unidades de co rr ien te . Los sucesivos c ircu ito s  } 

ló g ico s  dispuestos en cascada con e l  c ircu ito  oue se está; 

estudiando resu lta rían  entonces inadecuadamente excitados! 

por segales oue tendrían amplitudes va riab les  según e l  nú­

mero de lo s  tran s is to res  "puntados" oue estuvieran simul-';

' táneamente en a c tivo .

Este problema de e v ita r  la saturación mante- ' 

niendo a l  mismo tiempo la uniformidad de amplitud de las ¡

' señales de salida se obvia por medio de la combinación de }

: elementos de c ircu ito  de carga de co le c to r , d= impedancia ¡ 

¡no l in e a l,  de la presente invención. Guando ambos tran s ís ! 

jto re s  Q9, Q13 estén simultáneamente a c tivos , e l  po ten c ia l!

! d e l nudo 7 caerá hasta oue llegue un momento en que la  co-j
¡ )
!r r ie n te  oue c ircu le  por la res is ten c ia  R12 o rig in e en bor-¡
; !
.nes de esta última una caída ¿e tensión de magnitud lo  ¡

i
¡bastante grande para p o la r iza r  en sentido d irecto  la uniónj

!base-emisor del tra n s is to r  Q ll. A l alcanzar la tensión de ¡

'base-emisor de l tran s is to r  Q ll e l  v a lo r  de umbral de en- ! 
¡ , ! 
Itrada en conducción (a lrededor de 0,6 v o lt io s  para un trani

"1
s is to r  de s i l i c i o ) ,  e l  tra n s is to r  Q ll entrará en su región! 

¡activa y  empesará a conducir co rr ien te . La impedancia de
ti
¡carga v is ta  por lo s  co lec to res  9c, 13c se reduce entonces
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. desde la  magnitud relativam ente a lta  de la  combinación en}:
ser ie  de las res is ten c ia s  R ll ,  R12 hasta la  magnitud re -  ¡ 

dativamente baja presentada por e l  emisor H e  d e l tran s ís ! 

to r  Q ll. - ¡

$ Este últim o funciona efectivam ente en ei-modo!

de emisor común, dando esta baja impedancia. A l  tomar lo s  

co lec to res  9c, 13c nuevos incrementos de co rr ien te , eñ e l  

nudo 7 tendrán lugar unos incrementos de tensión sólo- re­

lativamente pequeños, poroue con só lo  peoueños incrementos 

10 de tensión de po la rizac ión  en la  unión base-em isor"dél ;

' tm a s is to r  Q ll se hará que este ú ltim o suministre gpa.ndesl 

. incrementos de co rr ien te , por medio de su emisor lie ., a ;

! lo s  co lec to res  9<̂ , 13c_. De este modo se impide que e l  poj 

' ten c ia l de l nudo 7 , a l  o s c ila r , baje con una amplitud lo  ¡ 

15 ; bastante grande para p e rm itir  que lo s  tran s is to res  Q9,

: Q13 entren en saturación.

En e l  caso de oue só lo  uno de lo s  dos transis-i- 

: to res  Q9, Q13 esté en ac tiv idad , la  amplitud de la o s c i-  ' 

la c ión  de po ten c ia l en e l  nudo 7 es de una magnitud ca s i 

20 tan grande como la oue tien e  con ambos tran s is to res  Q9,

Q13 simultáneamente a c tivo s . Esto sucede a s í porque con 

só lo  uno de lo s  tran s is to res  en ac tiv id ad , la  o sc ila c ión  

se encuentra, sin embargo, lim itada por la  a c tiva c ión  de l 

. tra n s is to r  Q ll, y lo  mismo s i  este ú ltim o suministra una i 

25 sola unidad de co rrien te  a sólo uno de los  tran s is to res  

Q9, Q13, que s i  proporciona dos unidades de co rr ien te  a 

ambos tran s is to res , la  o sc ila c ión  de po ten c ia l en e l  nudo ; 

7 no cambia radicalmente, debido a la. impedancia no l in e a l  

cue e l  tra n s is to r  Q ll y su c ircu ito  de p o la rizac ión  R l l ,

30 R12 presentan como carga de co le c to r .
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E l estudio precedente ene explica la manera i!
en nue la  combinación de elementos de c ircu ito  de carga ¡

¡
ñe co lec to r , de impedancia no lin e a l,  constitu ida por . j 

 ̂ Q ll, R ll,  R12 imoicie a los  tran s is to res  Q9, Q13 entrar }

5 ' en la  región  de saturación, es igualmente ap licab le .a , la ¡

; impedancia no l in e a l de carga de co le c to r  presentada por ! 

la combinación de elementos de c ircu ito  que comprende e l  ' 

tra n s is to r  Q15 y las  res is ten c ias  R17, RIO, que funcionan!

- de manera semejante imoiciendo a lo s  tran s is to res  QIO, j

10 , Q14 en trar en saturación. - i

A continuación se describ irá  e l  fuñeionanien-í

- to  d e l c ircu ito  de la figu re  2 para desempeñar la función; 

disyuntiva exclusiva, inversa. Sean A y B las sedales posi;

; t iv a s  presentes en las entradas 14, 15, respectivamente ,;

15 ' y los  complementos A y B sus correspondientes señales ne-¡

¡ g r t iv a s . Debido a la inversión  de fase  en los  tran s is to - ¡

; res Q9, Q13, sus respectivos  co lec to res  9ĉ , 13c darán los '

i complementos Ay B. La. conexión do co lec to res  "puntados" :

! en e l  nudo 7 , considerada desde e l  cunto de v is ta  de la
; )

20 ! denominada "lógica, p o s it iv a " , proporciona la  función de ¡

i coincidencia que da en e l  nudo 7 la función lóg ica  A*.B. ¡

La señal que aparece en lo s  co lectores  10c, {
i !
; 14c de lo s  tran s is to res  Q10, Q14 está en fase coa ls  de ;

' los  term inales de entrada 14, 15, respectivamente, y por ¡ 

25 - tanto la función A aparecerá en e l  c o le c to r  10c_ y la fun-!

ción B en e l  c o le c to r  14c_. La conexión de co lectores  "pun'j
: ¡

teados" en e l  nudo 8 de la  función lóg ica  de coincidencia i

como más arriba se loa hecho notar en re lac ión  con e l  nudo}
' i
: 7 , y, por tanto, la función que aparece en e l  nudo o es 

30 ¡A.B. Los tran s is to res  Q12, Q16 funcionan como seguidores
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de emisor y, por lo  tanto, no hay en e l lo s  inversión  de < 

fa se . Por consigu iente, la  función que aparece en e l  emi­

sor 12e es Á.B y la  que aparece en e l  emisor 16e es A^B J 

La conexión de emisores "punteados" en e l. nu-j

do 6 da, en e l  sentido de la  lóg ica  p o s it iv a " , la función
!

disyuntiva, por lo  cue en e l  term inal de salida 03 apare­

ce como resultado f in a l  ( I .B ) + (A .B ). Con la  ap licación^ 

de l teorema de De Morgen, este resu ltado puede reducirse i

10

15

a la  función disyuntiva exclusiva inserva '(A.B) + ( I .B ) .  '

Se sobrentiende que la s  dos formas de realivaL
!

ción arriba descritas se dan a t í tu lo  meramente i lu s t r a t i ­

vo de dos de las  muchas maneras de ponerse en práctica  

la invención, y que a las  personas versadas en la  materir 

se le s  ocurrirán fácilm ente numerosas varian tes  y  m od ifi­

caciones de la s  mismas, s in  s a lirs e  d e l ámbito de la  in­

vención defin ido  por las  re iv in d icac ion es  f in a le s  que har 

de considerarse en e l  sentido más amplio perm itido por la 

técn ica ya conocida.

Publicaciones a que se hace re fe ren c ia  en la

20 ; Memoria.

25

1) Rigby, O. A. "High=Speed Em itter-Current 

Sw itch ing"("Conmutación de co rrien te  de emisor a gran 

v e lo c id a d "), Proceedings o f the I.R .E .E . A u stra lia , 15 3- 

ñero 1964.

2) Rapp, A .K ., Robinson, J .L . , "Ra p id=T ransfe r  

P r in c ip les  f o r  Transistor Switching C ircu its " ("P r in c ip io s

de transferencia  rápida para c ircu ito s  de conmutación por'
¡

t ra n s is to re s " ),  IRE Trans, on C ircu it  Theory, Vol. CT-8, ¡ 

pp- 454-461, d ie . 1961. ¡
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- N O T A -

Los puntos de invención propia y nueva que se j 

¡presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten- 

:te de Invención en España, por VEINTE años, son los s i -

5 ¡guiantes:
!
I 1 Un dispositivo interruptor de corriente que

i incluye un transmisor dotado de base, colector y emisor,
:
¡una alimentación de corriente constante conectada a dicho 
! ¡ 
¡emisor para transmitir una corriente de intensidad esenciál-
!

1 0  ¡mente prefijada, a través de dicho transistor, en respues- 

!ta a haberse alcanzado un potencial prefijado entre dicha

i base y dicho emisor, una fuente de suministro de potencial
! }
i para transmitir la  corriente que circula por dicho co le e -!

¡tor y un circuito de impedancia de carga que se extiende [

1 5  desde dicha fuente de suministro de potencial a dicho co- i

¡lector, caracterizado por la  mejora según la  cual dicho j
* ¡
¡circuito de impedancia de carga comprende medios de impe-¡
i :
¡dancia no lineal para reducir toda tendencia de dicho tran- 

¡sistor a entrar en su región de saturación. ¡
: i

20 ; 2 .- Un dispositivo según la  reivindicación 1, i
! !
¡en el que dicho circuito de impedancia de carga tiene una

¡característica de impedancia no lin ea l, con valores re la t i­

vamente más elevados a menores niveles de corriente y con 

¡valores relativamente inferiores para los niveles de co-
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I

rriente más elevados.

3 .- Un dispositivo según la  reivindicación 2,

} en el que dicho circuito de impedancia de carga comprende

!un segundo transistor dotado de colector y de emisor, y

5 j medios de conectar el colector de dicho segundo transistor

a dicha fuente de suministro de potencial y e l emisor de ;

dicho segundo transistor a l colector de dicho primer tran-?

¡sistor. !

i 4 .- Un dispositivo según la  reivindicación 3, en
i ' '  i

10 !el que dicho segundo transistor tiene una base, y un c ir - ¡
i i
¡ cuito de polarización para aplicar entre la  base y el emi-¡ t í
}sor de dicho segundo transistor un potencial que es función 
¡ ! 
¡de la  oscilación de potencial del colector del primer tran!-

!sistor. ¡
t

15 5 .- Un dispositivo según la  reivindicación 4, en!

el que dicho circuito de polarización comprende medios con­

ductivos que conectan dicha fuente de suministro de poten­

cial a dicha base y dicho emisor de dicho segundo transis­

tor.

20 6 . -  Un dispositivo según la  reivindicación 5, en
¡
¡el que dichos medios conductivos comprenden una primera 

resistencia que se extiende desde dicha fuente de suminis­

tro de potencial a la  base de dicho segundo transistor, y
j
juna segunda resistencia que se extiende desde la  base de 

25 jdicho segundo transistor a l emisor de dicho segundo tran­

sistor.

7 .-  Un dispositivo interruptor de corriente que 

incluye un par de transistores, cada uno de ellos dotado 

le base, colector y emisor, una alimentación de oorriente 

30 constante conectada a dichos emisores para transmitir aiter
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nativamente por uno u otro de dichos transistores una co- 

¡rriente de intensidad esencialmente prefijada;,, en respues­

t a  a los respectivos potenciales entre la  base y el emisoi 

¡de cada transistor, una fuente de suministro de potencial

5 para transmitir la  corriente que circula por uno de dichos!
; {
colectores, y un par de circuitos de impedancia de carga ¡

!
que se extienden cada uno desde dicha fuente de suministre 

¡de potencial a uno, correspondiente, de dichos colectores,! 

el perfeccionamiento según el cual cada uno de dichos cir-^ 

10 icuitos de impedancia de carga comprende medios para redu- 

¡cir toda tendencia del transistor respectivo a entrar on 

¡saturación.

8 . -  Un dispositivo según la  reivindicación 7t en 

¡el que cada uno de dichos circuitos de impedancia de carga; 

1 5 ¡tiene una característica de impedancia no lin ea l, con va- } 

llores relativamente más elevados a menores niveles de co- j 

¡rriente y con valores relativamente inferiores para los 

¡niveles de corriente más elevados.

i 9 .- Un dispositivo según la  reivindicación 8 ,

2 0 ¡en el que cada uno de dichos circuitos de impedancia de
!í
'carga comprende un transistor dotado de colector y de emi­

so r, y medios de conectar los colectores de dichos tran­

sistores últimamente citados a dicha fuente de suministro 

.de potencial, y cada uno de los emisores de dichos tran- 

2 5 !sistores últimamente citados a uno, correspondiente, de 

¡dichos colectores de transistor primeramente citados.

: 10.- Un dispositivo según la  reivindicación 9,

!en el que cada uno de dichos transistores últimamente ci­

tados tiene una base, y un par de circuitos de polariza- 

3 0 !ción que aplican cada uno, entre la  base y el emisor de



¡uno, correspondiente, de dichos transistores últimamente '

¡ citados, un potencial que es función de la oscilación de
!

Y*. : potencial del respectivo colector de transistor primera- i

- mente citado.

-5  11.- Un dispositivo según la reivindicación 10, :
!
¡en e l que cada uno de dichos circuitos de polarización
i ;
ícomprende medios conductivos que conectan dicha fuente de ; 

¡suministro de potencial a la hase y e l emisor correspon- : 

dientes del respectivo transistor de los últimamente cíta­

lo dos.

12.- Un dispositivo según la reivindicación 11,

¡en e l que cada uno de dichos medios conductivos compren- ¡

¡de una primera resistencia que se extiende desde dicha

¡fuente de suministro de potencial a la hase de uno, corres;

1 5  pondiente, de dichos transistores últimamente citados, y j

¡una segunda resistencia que se extiende desde una, corres-)
' !
¡pondiente, de las bases de dichos transistores últimamen- }
; t
¡te citados a uno, correspondiente, de los emisores de di- ¡
) ;
¡chos transistores últimamente citados. !

20 i 1 3 . -  una disposición de circuito lógico que in- j

¡cluye: un par de interruptores de corriente, cada uno de ¡

¡los cuales comprende un transistor dotado de base, colee- ¡

tor y emisor; un par de alimentaciones de corriente cons-
!
jtante conectadas cada una a un emisor respectivo, para 

25 transmitir a través del respectivo transistor una corrien­

te de intensidad esencialmente prefijada, en respuesta a
! !
haberse alcanzado un potencial prefijado entre su base y
!1
su emisor; unos medios conductivos que conectan dichos co- 

j.eotores; una fuente de suministro de potencial para trans­

mitir la corriente que circula por dichos colectores? y un 
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c irc u ito  áe impedancia de carga que se extiende desde d i­

cha fuente de suministro de p o ten c ia l a dichos co lec to res , 

comprendiendo dicho c ir c u ito  de impedancia de carga medios 

para reducir toda tendencia de dichos tran s is to res  a en-

5 tra r  en saturación.

14. -  Un d isp os it iv o  según la  re iv in d ica c ión  13, 

en e l  que dicho c irc u ito  de impedancia de carga tien e  una 

ca ra c te r ís t ic a  de impedancia no l in e a l,  con va lo res  re la ­

tivamente más elevados a menores n iv e le s  de co rr ien te  y

10 con va lores  relativam ente in fe r io re s  para lo s  n iv e le s  de 

corrien te  más elevados.

15. -  Un d isp o s it iv o  según la  re iv in d ica c ión  14, 

en e l  que dicho c ircu ito  de impedancia de carga comprende ' 

otro tra n s is to r  dotado de c o le c to r  y  de emisor, y  medios

15 de conectar e l  c o le c to r  de dicho o tro  tra n s is to r  a dicha 

fuente de suministro de po ten c ia l y  e l  emisor de dicho 

otro  tra n s is to r  a lo s  co lec to res  de dichos tran s is to res  

primeramente citados.

16. -  Un d isp os it iv o  según la  re iv in d ica c ión  15,

20 en e l  que dicho otro  tra n s is to r  t ien e  una hase, y  un c i r -

cu ito  de po la riza c ión  para a p lic a r  entre la  hase y  e l  emi­

sor de dicho otro tra n s is to r  un p o ten c ia l que es función 

de la  o sc ila c ión  de p o ten c ia l de lo s  co lec to res  de dichos 

tran s is to res  primeramente c itados.

25 17 .- Un d isp os it iv o  según la  re iv in d ica c ión  16,

en e l  que dicho c ircu ito  de p o la r iza c ión  comprende medios 

[conductivos que conectan dicha fuente de suministro de 

po ten c ia l a dicha hase y dicho emisor de dicho o tro  tran­

s is to r .

30 18 .- Un d isp os it ivo  según la  re iv in d ica c ión  17,
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; ^
!
!
i en e l que dichos medios conductivos comprenden una primera 

resistencia que se extiende desde dicha fuente de suminis­

tro de potencial a la hase de dicho otro transistor, y una 

I segunda resistencia que se extiende desde la hase de dicho 

otro transistor a l emisor de dicho otro transistor.

19.- Un dispositivo interruptor de corriente.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an­

tecede, representado en los dibujos que se acompañan y 

con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de treinta y una hojas es­

critas a máquina por una sola cara.

Madrid, ^

27.3.68
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îib

- i l e

)0 e
10b Q10

'R IO

-̂i3c
-13b
^3e

-4

M b
Ì4e j 14.C

R19

Qì2
/

4 2 c
- i2 b
-12e

dTV4
A-B (A - B )+ ( A -B ) - ( A -B )+ (A - B )

"5 Q15,
\

6ir 03
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